
ウェハ裏面からレーザ照射できるミニマルレーザ加熱装置を用いた 

p-MOS トランジスタの特性 
Characterization of p-MOS formed using the minimal furnace that irradiates a wafer with laser from 

the backside 
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[はじめに] 

現在、産総研を中心に開発を進めているミニマル装置の加熱炉の一つに、高速で昇降温ができる

レーザ加熱装置がある[1]。本装置は、ウェハ外周の低温になりやすい領域を補うようビーム形状の

異なる 2 つのレーザを重ね合わせてウェハ表面に照射でき、ウェハ面内の加熱を単一レーザ照射よ

り均一にすることができる[2]。レーザ加熱装置をデバイス・プロセスに適用することを考えた場合、

ウェハ表面に配線等のパターンが形成されていると、ウェハ表面の温度を放射温度計で測定してい

るため、パターンの影響を受けウェハの温度が正確に測定できない等懸念点がある。そこで前回、

ウェハ裏面からレーザ照射、ウェハ温度の測定ができる装置を開発し、Si ウェハの熱酸化実験によ

り、ウェハ表面からのレーザ照射と同様な加熱(熱酸化膜厚)が得られることを報告した[3]。 

今回、ウェハ裏面からのレーザ照射を用いてゲート酸化膜を形成した Al ゲート p-MOS トランジ

スタを作製し、電気的特性を評価したので報告する。 

[実験方法] 

図１にレーザ加熱装置の構成を示す。円形とリング形のレーザをウェハ裏面から照射できる。ウ

ェハ裏面の温度を放射温度計でウェハ中心と外周を測定し、レーザの出力にフィードバックするこ

とにより温度制御している。図２に作製した Al ゲート p-MOS トランジスタの作製フローを示す。

ソース／ドレイン拡散層は、SOG 法によりボロン(B)拡散剤を基板表面に塗布し拡散した後、ゲート

酸化と併用する加熱プロセスで形成される。今回、レーザ加熱をそのゲート酸化膜形成工程に適用

し、p-MOS トランジスタの特性を評価することで、トランジスタプロセスに適用可能か確認した。

なお、今回の熱酸化条件は、加熱温度 1150℃、酸素流量 20cc/min、大気圧である。 

[実験結果] 

図３は作製した p-MOS トランジスタの Id-Vd 特性を示す。図より、良好なトランジスタ特性が得

られていることがわかる。これより、表面にパターンを有するウェハにも、高速で昇降温できるレ

ーザ加熱装置をトランジスタプロセスに適用できる見通しを得た。 
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図1 レーザ加熱装置の構成 
トランジスタ作製フロー 

図 2 Al ゲート p-MOS 
図 3 Id-Vd特性 

第77回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2016 朱鷺メッセ (新潟県新潟市))16p-B10-9 

© 2016年 応用物理学会 12-427


